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審 査 の 結 果 の 要 旨
　Si結晶成長は水素の存在により大きく影響され，膜質，モフォロジー，成長モード等が著しく変化するこ
とが知られている。本学位論文は，Si（001）表面上における Si結晶成長に及ぼす水素の効果を第一原理的
に解析したパイオニア的な研究成果であり，水素終端 Si（001）表面における Si原子の吸着，拡散，島成長
等の結晶成長初期過程を原子レベルで初めて明らかにした。本研究により，Si（001）表面を終端した水素原
子は Si吸着を妨げず最表面に析出し，その結果，SiH2 吸着構造を形成し，その後の拡散過程，島成長等に
影響を及ぼすという結晶成長初期過程の微視的な機構が解明された。更に，実験家との密接な共同研究によ
り，これらの理論的解析・予測の正しさは実験的にも検証されている。本学位論文は，Si結晶成長に及ぼす
水素の効果の解明・理解を大きく進めたものであり，今後，CVD等の水素関連結晶成長の理解にも貢献す
るものである。
　よって，著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
